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熱電発電の幅広い実用化が求められる中、熱電材料設計の指針として原 

子・分子レベルの制御と環境負荷の低減が求められており 1)、これを満た 

す材料として例えばカーボンナノチューブが研究されている。我々は低次 

元的な結晶構造を持ち、かつ希少元素を含まないという観点から、遷移金 

属トリカルコゲナイドのひとつである TiS3に着目した。TiS3の結晶構造は 

Fig. 1 に示すように、Ti-S の三角柱が b軸方向に伸びた特殊な構造である。 

この構造を反映してTiS3単結晶は針状マイクロリボンとなることが知られ 

ている。我々は既に四端子 3法を用いて TiS3マイクロリボンの熱伝導率

の測定に成功している 2)。TiS3は半導体であるため、大きな熱電能が 

期待される。本研究では 3法の装置を改良することで、マイクロ 

リボンの熱電物性(電気抵抗率, 熱伝導率, ゼーベック係数 S )を評 

価することを目的とする。 

 改良した装置の概略図を Fig. 2に示す。ピッチ 0.3 mmの電極の電 

圧端子に 2組の K熱電対をハンダ付けし、片側にマンガニン線ヒー 

ターを配置して温度差Tを与える。発生した熱起電力Vは電圧端 

子より測定する。とはT =0の状態で従来通り四端子 3法の式 

 

 

を用いて算出した。ここで I0は試料への入力電流、L, Aは試料長さ 

と断面積、Rは試料の電気抵抗、V'3は 3電圧の低周波極限である。  

 室温での TiS3マイクロリボンの熱起電力V の測定結果を Fig. 3

に示す。V とT は良い比例関係を示し、-770±20 VK
-1もの大き

な熱電能を示すことが分かった。既に報告した TiS3マイクロリボン

の=11 WK
-1

m
-1

, =3.5 mΩmと合わせると、ZT = 0.005となる。こ

れは過去に報告されている TiS3集合体の ZT = 0.002 と比較すると 2

倍以上の値である 3)。 
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Fig. 2 Setup for measurement 

Fig. 3 V-T plot of TiS3 

Fig. 1 Crystal structure of TiS3 
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